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Objectiu de l’assignatura: 
 
 En aquesta assignatura es pretén oferir una visió general del transport electrònic en dispositius 
semiconductors. En concret, es pretén que els alumnes coneguin l’existència d’una jerarquia de nivells 
d’aproximació per al tractament del transport electrònic i com les característiques dels dispositius 
determinen l’elecció d’un o altre. També es vol estudiar amb detall alguns dispositius significatius, ja 
sigui per la seva rellevància tecnològica (MOSFET de dimensions nanomètriques) o per que són 
representatius de dispositius basats en fenòmens propis de l’escala nanomètrica (diode túnel ressonant, 
dispositius d’un sol electró). Per últim, també s’estudia el procés de fabricació de circuits integrats, 
establint els processos bàsics de la tecnologia microelectrònica. 
 
Temari: 
 
1. Introducció 
Breu història dels dispositius electrònics. Tendències evolutives. Roadmaps de 
microelectrònica i nanoelectrònica. 
 
2. Transport electrònic en semiconductors. 
2.1.-. Conceptes bàsics sobre estats electrònics, estadística de portadors i dinàmica de l’electró en 
semiconductors.  
2.2.- Semiconductors fora d’equilibri. Equació de Boltzmann. Col·lisions en 
semiconductors. Simulació Monte Carlo del transport en dispositius. 
2.3.- Transport semiclàssic. Equacions dels semiconductors i transport ambipolar. Diode PN. 
2.4.- Fotons i semiconductors. LED, làser semiconductor. Fotodetectors. Principis de funcionament 
d’una fibra òptica.  
2.5.- Equacions de la massa efectiva i de la envolupant per la simulació de dispositius quántics. 
Equacions de moviment semiclàssiques. 
2.6.- Transport en sistemes mesoscòpics. Model de Landauer. Equació de Liouville i funció de 
Wigner. Trajectòries quàntiques. 
 
3. Tecnologia microelectrònica. 
3.1.- Visió general del procés microelectrònic CMOS. 
3.2.-  Processos fonamentals: litografia, gravat, difusió, implantació, oxidació, dipòsit de capes, 
metalització. 
3.3.-  Fabricació de circuits lògics i diferents tipus de memòries DRAM i SRAM. Altres tecnologies. 
Nanofabricació.  
 
4. Dispositius semiconductors avançats. 
4.1.-  El transistor MOSFET. Escalat i disseny. Futur i límits previsibles.  
4.2.-  Dispositius nanomètrics de transport lateral: contactes puntuals. Dispositius d’un sol electró: 
memóries. 
4.3.-  Dispositius d’efecte túnel. El díode túnel ressonant. Superxarxes.  
4.4.- Altres alternatives. Transistors d’efecte de camp avançats: nanotubs de carboni. Electrònica 
molecular. Spintrònica.  
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Consulta de documentació adicional a través del  campus virtual de la UAB.  
 
Avaluació: 
 
La realització de les pràctiques i l’entrega d’alguns problemes (o qüestions) resolts serà obligatòria.  
L’avaluació de l’assignatura es farà segons el següent criteri: 
 

Pràctiques (25% de la nota final) 
Problemes resolts i participació activa en la seva discussió  (25% ) 
Examen final (50%): Caldrà com a mínim un 4 a l’examen per aprovar l’assignatura 

 
Examen: 
 
L’examen consistirà en un conjunt de preguntes curtes o petits problemes amb un petit nombre de 
càlculs. 
  
Professorat: 
 
 Xavier Oriols   QC-3015  Xavier.Oriols@uab.es    
       http://einstein.uab.es/xoriols  
 
 Jordi Suñé   QC-3041  Jordi.Sune@uab.es    
       http://www.etse.uab.es/jsunye
 
 Eduard Fernández-Díaz QC-3019  Eduard.Feranndezdiaz@uab.es
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